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Beschreibung. 

Elektronisches Bauteil und Nutzen zur Herstellung desselben 

5 Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit gesta- 
poltcan Halbloiterchips und einen Nntzp.n znr Herstellung des 
. BauLella*. 

Das stapeln von Halbleiterchips unterschiedlicher GrtiBe zu 
10 einem kompakten elektronisch^en Bauteil ist kostenintensiv und 
. mit hohen Risiken in Bezug auf ein einwandf reies Zusammenwir- 
ken der integrierten Schaltungen der Halbleiterchips verbun- 
den. Die hohen Kosten entstehen insbesondere durch das Be- 
reitstellen von Umverdrahtungslagen ftir jeden der zu stapeln- 
15 den Halbleiterchips und durch das Herstellen yon elektrischen 
Verbindungen zwischen den Umverdrahtungslagen jedes Halblei- 
terchips. Daruber .hinaus sind elektrische Verbindungen zu 
schaffen, welche von den ' unterschiedlichen' Umverdrahtungsla- 
• gen zu oberf l&chenmontierbaren Aufi'enicontakten eines elektro- 
20 nischen Bauteil s ftihren. 



A 




Aufgabe der Erfindung ist es, ein kostengtinstig herstellbare^ 
elektronisches Bauteil' mit gestapelten Halbleiterchips an- 
zugeben, welches- ein einwandf reies Zusammenwirken der gesta- 
25 pelten Halbleiterchips und ein kostengiinstiges elektrisches 

Verbinden der Kontaktf Ifichen der Halbleiterchips mit oberf ia- 
. chenmontierbaren AuBenkontakten des elektronischen Bauteils 
erm6glicht, • 

30 Gelfcst wird diese Aufgabe mit dem Gegenstand der . unabhSngigen 
AnsprUche.- Vortellhafte Weiterbildungren der Erfindung ergeben 
sich aus den abh&ngigen Ansprttchen. 
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Erf indungsgemafi wird ein elektronisches Bauteil angegeben, 
das' einen Stapel von. Halbleiterchips aufweist. Der Stapel 
weist mindestens einen ersten Halbleiterchip und einen gesta- 
pelten zweiten Halbleiterchip auf* Die Halbleiterchips weisen 
5 ihrerseits eine aktive Oberseite mit Kontaktf lichen zu ihren " 
integrierten Schaltungen und eine Rttckseite auf. Darttber hin- 
aus ist in dem elektronischen Bauteil eine Flachleiterstruk- 
tur mit einer Chipinsel und die Chipinsel umgebenden Flach- 
leitern angeordnet- Orthogonal zu den Flachleitern sind Kon- 
10 taktsMulen auf- den Flachleitern ausgerichtet. 

* Der gestapelte zwelte Halbleiterchip ist mit seiner Rttckseite 
auf der Chipinsel der Flachleiterstruktur fixiert und seine 
Kontaktfiachen sind \iber. Bonddrahte mit den die Chipinsel ura- 
15 gebenden Flachleitern elektrisch verbunden. Der erste Halb- 
leiterchip ist unterhalb der Chipinsel angeordnet und von den 
Kontaktsaulen der Flachleiterstruktur umgeben." Die Flachlei- 
terstruktur mit Chipinsel und auf gebrachtem gestapeltem zwei- 
ten Halbleiterchip, sowie den Bondverbindungen und den die 
20 Chipinsel umgebenden Flachleiter, sowie die Mantelf lachen der 
KontaktsSulen sind in eine Kunststof f gehSusemasse eingebet- 
tet- Der erste Halbleiterchip ist auf seiner Rtickseite und 
seinen Randseiten ebenf alls von der Kunststof f gehausemasse 
umgeben und derart in der Kunststof fgehMusemasse angeordnet, 
25 dass seine aktive Oberseite koplanar zu Ob^rseitenbereichen 
der Kunststoffgeh&usemasse und koplanar zu saulenoberf laghen 
der Kontaktsaulen ausgerichtet ist, und die koplanar ausge- 
richteten Oberseiten eine Gesamtoberseite bilden. Als Saulen- 
kontaktf achen werden in diesem Zusammenhang die Grundfachten 



30 der Kontaktsfculen bezeichnet* 



Diese Gesamtoberseite bietet in vorteilhaf ter Weise die Mttg- 
lichkeit, sowohl' auf die Kontaktf lachen des ersten Halblei- 
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terchips, als aucti auf die Kontaktf lMchen des gestapelten. 
zweiten Halbleiterchips iiber die Kontakts&ulen, die Flachlei- 
' ter 'und die Bondverbindungen zuzugreifen. Dazu ist lediglich 
ein^ Umverdrahtungslage auf der Gesaintoberseite erf orderlich, 
5 welche die Halbleiterchips fiber Umverdrahtungsleitungen e- 
lektrisch miteinander veirbindet. 

Somit kombiniert die Erfindung in Vorteilhafter Weise eine 
speziell entwickelte Flachleiterstruktur, die metallische 

10 Kontakts&ulen aufweist, mit einer. "universal package"- 

Bauweise zu einem elektronischen Bauteil mit gestapelten 
Halbleiterchips. Aufgrund der skulenstrukturen der Flachlei- 
. terstruktur konnen Durchkontaktieirungen hergestellt werden. 
Es entstehen auf der Gesamtoberseite fl^chig angeordnete Sau- 

15 lenkontaktf lachen .und Kontaktf lachen des ersten Halbleiter- 
chips , welche dann* mittels mikrostrukturierter Umverdrahtung 

elektrisch auf kostengttnstige Weise verbunden werden kdnnen* 

* • * • . * 

Dabei karin die Montage des ersten Halbleiterchips auf . einem 
20 einseitig klebenden Tr&ger .und die Montage des gestapelten-. 
zweiten Halbleiterchips auf der Chipinsel der Flachleiter- 
struktur • weitestgehend getrennt erfolgen, was da£ Montageri- 
siko minimiert. Dariiber hinaus weist das elektronische Bau- 
teil kein teures Mehflagensubstrat auf, sondern lediglich ei- 
k 25 ne einzige Umverdrahtungslage, die auf der Gesaiutoberseite 

angeordnet ist. Somit ktfnnen flir das erfindungsgemSfie elekt- 
• ronischa Bauteil Halbleiterchips mit unterschiedlichem* Design 
flexibel kombiniert und Ubereinandef gestapelt werden, vtobei 
gleichartige oder gleichgrofie Halbleiterchips nicht auege- 
30 * schlossen sind. 

Die vert'ikale- Durchkontaktierung durch die Kunststof fgehMuse- 
masse zu der Gesamtoberseite mit Hilfe der Kontakts&ulen der 



S.07 
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Flachleiterstruktur erfolgt auf kostengiinstige Weise. Dabei 
bleiben vor einem Aufbringen der Umverdrahtungslage die SSu- 
lenkontaktfl&chen der KontaktsSulen, fiber welche die Kontakt-. 
f l&chen des gestapelten zweiten Halbleiterchips angeschlossen 
5 sind, und die Kontaktf lachen des unterhalb der Chipinsel an- 
; geordneten ersten Halbleiterchips sichtbar, so dass sine Ver- 
drahtung durch eine fur be'ide gestapelte Halbleiterchips ge- 
meinsame Umverdrahtungslage erleichtert wird. 

10 Die Umverdrahtungslage kann eine Umverdrahtungsschicht auf- 

weisen, die auf der Gesamtoberseite angeordnet ist und Aufien- 
kontaktfiachen' aufweist . Diese AuBenkontaktf lachen sind fiber 
die Umverdrahtungsleitungen mit SSulenkontaktfiachen auf den 
Oberseiten der Kontaktsaulen und/odef.mit den Kontaktf lMchen 

15 des ersten Halbleiterchips elektrisch verbunden, Dabei reicht 
eine Umverdrahtungsschicht vollst&hdig aus r um zu belden 
Halbleiterchips einen elektrischen Zugriff fur ein einwand- 
freies Zusammenwirken .der gest&pelten Halbleiterchips zu rea- 
lisieren. 



20 



Auf den Auflenkontaktflachen konnen Lotbaile, und/oder "stud 
bumps" als Aufcenkontakte angeordnet sein. Dies hat den Vor- 
teil, dass eine anwendungsspezif ische Form von Aufcenkontakten 
auf den Au&enkontaktf lachen realisierbar ist- 



Ein welterer Aspekt der Erfindung betrif ft einen Nutzen, der 
einen Flachleiterrahmen mit in Zeilen und Spalten angeordne- 
ten "Bauteilpositionen aufweist* Auf einem derartigen Nutzen • 
kdnnen in den Bauteilpositionen bereits komplette elektroni- 
30 eche Bauteile mit den gestapelten Halbleiterchips vorftanden 

sein, und auch die Aufienkontakte fur jedes der elektronischen 
Bauteile ktinnen bereits auf dem Nutzen angebracht sein. Ein 
derartiger Nutzen hat den Vorteil, dass die Herstellung von 
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erfindungsgemaiien elektronlschen Bauteilen mit gestapelten 
Halbleiterchips verbilligt wird, so dass kostengiinstig elekt- 
ronische Bauteile zur Verftigung stellt werden kannen. 

Die Form des Nutzens kann in Umfang und Umf angsmarkierungen 
einem Standard-Halbleiterwaf &r entsprechen. Dieses hat den 
Vorteil, dass Verf ahr*enstechniken, die sich ftir Halbleiterwa : 
fer bewahrt haben, auch mit einem derartigen "Waf er-Nutzen" 
arfolgreich durchgef iihrt werden kSnnen. 



Ein Verfahren zur Herstellung eines Nutzens ftir mehrere e- 
lektronische Bauteile' weist die nachf olgenden Verf ahrens- 
schritte auf. Zunachst wird' ein Flachleiterrahmen mit in Zei; 
len und Spalten angeordneten Bauteilpositipnen hergestellt. 
15 Dabei weist eine Bauteilposition eine Chipinsel und die Chip- 
insel umgebende Flachleiter auf. 2Vuf den Flachleitern sind 
Kontaktsaulen angeordnet und orthogonal zu den. Flachleitern 
ausgerichtet . Bin derartiger Flachleiterrahmen mit Chipin- 
seln, Flachleitern und auf diesen angeordneten K6ntakts&ulen 
20 kann durch Strukturatzen einer Metallplatte aus einer Kupfer- 
legierung oder einer Bronzelegierung oder durch Pr&gen und 
Stanzen einer Metallfolie kbstengtinstig hergestellt werden. 



Nachdem ein derartiger Flachleiterrahmen zur Verfiigung steht, 
wird in den Bauteilposxtionen auf den Chipinseln ein zu sta- 
pelnder Halbleiterchip aufgebracht, Anschliefcend werden Bond- 
verbindungen zwischen die . Chipinsel umgebenden Flachleitern 
und den Kontaktf lachen auf aktiven Oberseiten der gestapelten 
Halbleiterchips hergestellt. Zur Herstellung derartiger Bond- 
30 verbindungen ist eine Bonddrahttechnik geeigriet, die mit 

Bonddrahten aus einer ,Gold^ oder einer Aluminiumlegierung ar- 
beitet. 
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Zeitlich uhabhahgig von dem Bestttcken des Flachleiterrahmens 
mit gestapelten zweiten Halbleiterchips kttnnen erste Halblei- 
terchips mit ihren aktiven Oberseiten auf einen einseitig 
klebenden Tr&ger aufgebracht warden. Dazu warden die Halblei- 
S terchips in Zeilen und Spalten angeordnet, die den Zeilen und . 
Spalten der Bauteilpositionen des Flachleiterrahmens entspre- 
chen. Auf den einseitig klebenden TrSger mit in Zeilen und 
Spalten angeordneten Halbleiterchips wird anschliefiend der 
Flachleiterrahmen mit dem gestapelten zweiten Halbleiterchip 
10 derart aufgebracht und ausgerichtet, dass die ersten Halblei-- 
terchips. unterhalb der . chipinseln angeordnet und von Rontakt- 
sSulen umgeben sind. 

• , Diese Kohtaktsaulen stehen mit ihren Grundflachen beziehungs- 
15 weise saulenkontaktflachen auf dem einseitig klebenden Trager 
uhd sind somit mit den aktiven Oberseiten und den Kontaktf li- 
chen des ersten Halbleiterchips auf einer gemeinsamen Ebene 
koplanar ausgerichtet. 

20 Als n&chstes wird dann der Flachleiterrahmen mit gestapelten 
Halbleiterchips und Bondverbindungen in einer Kunststof fge- 
hausemasse zu einer Vetbundplatte auf dem Trager eingebettet . 
Nach dem AushSrten der Kunststof fgehausemasse ist die Ver- * 
: bundplatte f reitagend und der Trager kann unter Freilegen ei- 
ner Gesamtoberseite 1 aus aktiven Oberseiten der ersten Halb- 
leiterchips, saulenkontaktflachen der Kunststof fsaulen und 
einer Oberseite der, Kunststof fmasse entfernt werden. Danach 
wird eine Umverdrahtungslage auf die Gesamtoberseite unter 
Ausbilden von Umverdrahtungsleitungen und Auflenkontaktf lachen 
30 auf den VerbundkSrper aufgebracht. Dabei verbinden die Um- 
verdrahtungsleitungen die Aufienkontaktfiachen ifiit den Kon- 
taktf lachen des ersten Halbleiterchips und/oder mit den sau- 
lenkontaktflachen der KontaktsMulen. 



0<G3 Nr: 273526 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 an NVS:PRINTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 10 von 29) 
atum 28.07.03 15:55 T Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) ubernahm Sendeauftrag 

»troff" OO Qoito/ n\ amnfonnnn 



2S-JUL-2003 15:57 SCHUEIGER & PARTNER +49 69 32199366 S.ll / ) 

FIN 483^l2003P51554DE ^fc -C 







Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass ein Nutzen mit mehre- 
ren Sauteilen durch einen einzigen Moldprozess entsteht und 
lediglich eine einzige Umverdrahtungslage erforderlich ist, 
5 um die gestapelten Halbleiterchips beziehungsweise ihre in- - 
tegrierten Schaltungen untereinander zu verbi'nden und mit Au~ 
J3enkontaktflSch.en in Verbindung zu bringen. Auf den Auftenkon- 
taktflSchen kannen anschliefcend Auiienkontakte aufgebracht 
werden, chne den Nutzen bereits In einzelne Bauteile zu tren- 
10 nen- Fttr ein Herstellen von einzelnen elektronischen Bautei- 
len ist dann lediglich der Nutzen auf zutrenne*n, was durch SS- 
gen entlang von S&gespuren zwischen den in Zeilen und Spalten 
angeordneten Baut.eilpositionen durchgeftthrt werden kann. 

15 AuBerdem ist es iriGglich, die Aufienkoritaktf lSchen eines elekt- 
ronischen Bauteils erst nach dem Auftrennen des Nutzens in 
einzelne elektronische Bauteile mit Au&enkontakten zu verse- 
hen; Dieses ist dann von Vorteil, wenn ftir unterschiedliche 
Anwendungen unterschiedliche Formen der AuJienkontakte erfor- 

20 derlich werden. 

Die Erfindung wird nun anhand der beigefugten Figuren nShe'r 
erlSLutert- 

25 * Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt eines elekt- 
ronischen Bauteils, gemSJ& einer Ausftthrungsf orm der 
Erfindung, j 

Figuren 

30 2 bis 7 zeigen schematische Querschnitte von Zwischenpro- 
dukten einzelner Verf ahrensschritten zur Heratel- 
lung eines Nutzens, 
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Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines* Flach- 
leiterrahmens mit vier Bauteilpositionen zur Her- 
stellung vpn Bauteilen gemMfl Figur' 1, . 

5. Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt des Flachlei- 
terrahmans gemaft Figur 2 f der mit einem zweiten ge- 
stapelten Halbleiterchip in den Bauteilpositionen 
bestuckt ist, 

10 ■ Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt eines einsed.- 
; tig klebenden TrSgers mit ersten Halbleiterchips, 

.Figur S zeigt einen . schematischen Querschnitt des Flachlei- 
terrahmens ' gemafi Figur 3 r der auf dem einseitig 
15. klebenden Trager gem&fi Figur 4 aufgebracht . ist, 

Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt dujrch einen 

Verbundkerper aus Kunststof f gehausemasse mit einge- 
bettetem- Flachleiterrahmen, sowie ersten und zwei- 
20 ten Halbleiterchips, 

Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt gemafc Figur 6 
mit aufgebrachter Umverdrahtungslage und aufge- 
brachten Aufienkontakten, auf einer Gesamtoberseite 
des Nutzens • 



Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch ein e- 
lektronisches Bauteil 1, gemafc einer Ausftthrungs form der Er- 
findung. Das elektronische Bauteil 1, weist. einen Stapel 2. 
30. aus einem ersten Halbleiterchip 3' und einem gestapelten ■ zwei- 
ten Halbleiterchip 4 auf. Die Halbleiterchips 3 und 4 weisen 
aktive Oberseiten 5 .mit Kontaktf lachen 6 auf. Eine Rxickseite 
7 des gestapelten zweiten Halbleiterchips 4 f ist auf einer 
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Chipinsel 9 angeordnet. Die Chipinsel 9 ist Teil einer Flach- 
leiterstruktur 8, welche die Chipinsel 9 mit Flachleitern 10 
umgibt. Bondverbindungen 12 erstrecken sich von den Koritakt-' 
flachen 6 des gestapelten zweiten Halbleiterchips 4 zu den 
5 Flachleitern 10* Die Flachleiter 10 erstrecken sich bis zu 
Rahdseiten 29 und 30 des elektronischen Bauteils 1. 

Die Flachleiter 10 weisen Kontaktsaulen 11 auf, die orthogo- 
nal zu den Flachleitern 10 angeordnet sind. Die Kontakts&ulen 
i0 11 erstrecken sich bis zu einer Gesamtoberseite 16, welche 
aus der aktiven Oberseite 5 des ersten Halbleiterchips 3, * 
Saulenkontaktf lichen 13 der Kontaktsaulen 11 und einem Ober- 
seitenbereich 14 einer Kunststof fgehausemasse 15 gebildet 
wird. In die Kunststof f gehausemasse sind die Flachleiter- 
15 struktur 8, die Bondverbindungen 12 und der gestapelte zweite 
Halbleiterchip 4 eingebettet. Unterhalb der Chipinsel 9 ist 
der erste Halbleiterchip 3 derart angeordnet/ dass seine ak- 
tive Oberseite 5 mit den Kontaktf lachen 6. e.ine Gesamtobersei- 
te mit* den SSulenkontaktf lichen 13 der kontaktsaulen 11 und 
20 mit Oberseitenbereichen der Kunststof f gehausemasse 15 bildet- 

Die Kunstst off gehausemasse 15 bettet die Flachleiterstruktur . 
8, die Bondverbindungen 12, den gestapelten zweiteri Halblei- 
terchip 4, sowie die Ruckseite 7 des ersten Halbleiterchips 3 
M und die Randseiten 31 und 32 des ersten Halbleiterchips ein. 

VlW Auf der Gesamtoberseite 16 ist eine dreischichtige Umverdrah- 
tungslage 17 angeordnet. Direkt auf der Gesamtoberseite ist 
eine Isolationsschicht 33 mit Durchkontakten 34 angeordnet. 
Die Durchkontakts 34 stehen mit den Kontaktf lachen 6 des ers- 
30 " ten Halbleiterchips 3 und den Saulenkontaktf lachen 13 der 
Kontaktsaulen 11 elektrisch in Verbindung. Als nachste- 
Schicht umfasst die Umverdrahtungslage 17 eine Umverdrah- 
tungsschicht 19, die aus einer strukturierten Metallschicht 



+49 89 32199366 S. 13 
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besteht und Umverdrahtungsleitungen 18, sowie . Auftenkontakt- 
fiachen 20 aufweist. Die Umverdrahtungsleitungen 18 verbinden 
die AufienkontaktflSchen 20 miter einander und Ober die?urch- 
kontakte 34 mit den Kpntaktf lachen 6 des ersten Halbleiter- 
5 • chips 3 und mit den SSulenkontaktf lachen 13 der Kontaktsaulen 
11, die ihirerseits tiber die Flachleiter 10 und aber die Bond- 
drShte 12 mit den Kontaktf lachen 6 des gestapelten zweiten 
Halbleit-erchips . 4 elektrisch verbunden sind. Als dritte 
Schicht ist sine Letstopplackschicht 37 auf der Umverdfah- 
\ 10 tungs schicht 19 angeordnet, welche die Umverdrahtungsleitun- 
gen 18 schiitzt und nur die AuBenkontaktf lachen 20 freilasst- 
Auf den Au&enkontaktfl&chen 20 sind Lotbaile 21 als Aufienkon- 
takte 28 des- elektronischen Bauteils 1 angeordnet. 

IS Ein derartiges elektronisches Bauteill kann mit wenigen Ver- 
f fahrensschritten, die mit den ' Figuren 2 bis 7 erlaVutert war- 
den, kostengtlnatig aus einem Nutzen hergestellt werden* 

Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Flachlei- 
20 terrahmens 22 mit vier Bauteilpositionen 24 zur Herstellung 
von Bauteilen. gemalS Figur 1- Durch Aufsagen entlang der 
strichpunktierten Linie 35/ ergibt sich die in Figur 1 ge- 
zeigte und in Kunststof fmasse eingebettete Flachleiterstruk- 
tur 8. Die Bauteilpositionen 24 sind in Zeilen und Spalten 
25 angeordnet, so dass ein derartiger Flachleiterrahmen mehrere 
Flachleiterstrukturen 8 bereitstellt- 

Eine Bauteilposition 24 des Flachleiterrahmens 22 weist eine 
Chipinsei 9 auf, die von Flachleitern 10 umgeben ist, wobei 
30 die Chlpinsel 9 tlber • Flachleiter stege 36 in Position gehalten 
wird. Einsttickig mit den Flachleitern 10 sind Kontaktsaulen 
li verbunden, die orthogonal zu den Flachleitern 10' ausge- 
richtet sind und die eine. saulenkontaktf lache 13 aufweisen 
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Die Lange dieser Kontaktsaulen 11 liegt zwischen 0,1 und 0,9 
mm. Die KontaktsSulen 11 sorgen dafur, dass unterhalb der 
Chipinsel 9 sine ausreichende Htthe vorhanden ist, urn dort ei- 
nen erst en Halbleiterchip anzuordnen* ■ 

5 

Figur 3 zeigt einen schemafcischen. Querschnitt des Flachlei- 
terrahmens 22 gemafi. Figur 2, bestuckt mit zweiten gestapelten 
Halbleiterchips 4, in den. Bauteilpositionen 24. Die Halblei- 
terchips 4 sind mit ihren Ruckseiten 7 auf den Chipinseln .9 
10 ' mittels eines Leitklebers Oder eines eutektischen Lotes fi- 
xiert- Die Kontaktf lachen 6 auf der aktiven Ober.seite 5 des 
gestapelten zweiten Halbleiterchips 4 sind ttber Bonddr&hte 12 
einer Goldlegierung mit. den Flachleltern 10 verbunden. Dazu 
weisen die Flachleiter a0 auf den Bondflachen beziehungsweise 
15 auf den Beruhrungsf l&ch'en der Bonddrahtverbindungen 12 eine 
bondbare Beschichtung auf, Somit sind die Saulenkontaktf li- 
chen 13 der Kontaktskulen 11 elektrisch tiber die Flachleiter 
10 und die Bonddrahtverbindungen 12 mit den Kontaktf lSchen 6 
der integrierten Schaltung des gestapelten zweiten Halblei- 
,20 ter chips 4 verbunden. 

wahrend der Flachleiterrahmen 22 mit dem zweiten Halbleiter- 
chip 4 bestuckt und mit Bonddrahtverbindungen 12 verbunden 
wird, warden auf einem einseitig klebenden Trager, der in Fi- 

•25 gur 4 gezeigt wird,. erste Halbleiterchips angeordnetl Zeit- 
lich unabhangig von der Herstellung und Bestttckung des Flach- 
leiterrahmens 22 warden- erste Halbleiterchips 3/ wie in Figur 
4 gezeigt, auf einem Trager 25 angeordnet. 

30 Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt eines einseitig 
klebenden TrBgers 25 mit ersten Halbleiterchips 3. Dazu sind 
die aktiven. Oberseiten 5 der ersten Halbleiterchips. 3 mit ih- 
ren Kontaktf l&chen 6 auf die klebende Seite des TrSgers 25 
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' ' • aufgeklebt. Die Rttpkseiten 7 der Halbleiterchips 3, sowie die 
Randseiten 31 und 32 der ersten Halbleiterchips 3 sind "frei 
zug&nglich. Die ersten Halbleiterchips 3 sind au£ dem Trager 
25 in Zeilen und Spalten entsprechend den Zeilen und Spalten 
5 der Bauteilpositionen 24 .des Flactileiterrahmens, wie in den 
Figured. 2 und 3.gezeigt, angeordnet. 

Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt des Flachlei- 
terrahmens 22 gemafl der Figur 3 der auf dem einseitig kleben- 

10 • den Trager 25 gemafl Figur 4 mit seinen sauienkoritaktflachen., 
13 fixiert ist. Dazu sind die Saulenkontaktoberf lfichen 13 der 
Kontaktsaulen 11 auf die klebende Seite des Tragers 25 derart 
aufgeklebt, dass die Kontaktsaulen 11 den ersten Halbleiter- 
chip 3 auf dem Trager 25 umgeben und die Chipinsel 9 mit dem 

15 gestapeVten zweiten Halbleiterchip 4 tiber dem ersten Halblei- 
terchip 3 ausgerichtet ist . Die. LSnge der Kontaktsaule 11 
richtet sich dabei nach der Dicke des ersten Halbleiterchips 
3, die in dieser Ausfiihrungsf orm der Erfindung bei 10Q urn 
liegt, da der erste Halbleiterchip 3 ein dttnngeschlif fener 

20 Halbleiterchip ist. Jedoch kdnnen aiich dicker® Halbleiter^ 
chips eingesetzt werden, da die Lange der Kontaktsaulen 11 
zwischen 0,1 und 0,9 irrai bei einer fur einen durch Atzen 
strukturierten Flachleiterrahmen variiert werden kann. 

25 Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch einen 

VerbundkSrper* 27 aus einer Kunststof fmasse 26 mit eingebette- 
tem Flachleiterrahmen 22 , sowie eingebetteten ersten und 
zweiten Halbleiterchips 3 und 4. Fur das Einbetten der in Fi- 
gur 5 gezeigteri Struktur in eine Kunststof fmasse 26 ist le- 

30 diglich eiri Moldprozess auf dem Trager 25 erforderlich. Nach 
dem Ausharten der Kunststof fmasse 2.6 wird der Trager 25 ent- 
fernt und die Gesamtoberseite. 16 des freitragenden Verbund- 
kdrpers27 freigelegt* Das Delaminieren des Tragers 25 von 
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dem Verbundkdrper 27 , kann .durch Erhitzen det Klebstoff- 
schicht zwischen Tr&ger und Gesamtoberseite 16 erfolgen, wenn 
als Klebstoff ein thermoplastlscher Kunststoff eingesetzt 
wird- Das Entfernen des Tragers 25 erfolgt dabei durch seit- 
5 liches Abziehen. des Tragers von dem Verbundkorper 27, wenn 
ein starrer, elnseitig klebender Trager 25 eingesetzt ist. 
Ein Abrollen des Tragers 25 ist mSglich, wenn als einseitig 
klebender TrSger eine Folie eingesetzt ist. Auf die nun frei- 
- liegende Gesamtoberseite 16 wird eine Umverdrahtungslage atif- 
10 gebracht, um den ersten Halbleiterchip 3 mit dem gestapelteri 
zweit'en Halbleiterchip 4 zu verdrahten. 

Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt gemafi Figur 6 
mit .auf gebrachter Umverdrahtungslage .17 und auf gebracht'eri Au- 

15 fcenkontakten 28 auf einer Gesamtoberseite 16 des Nutzens-23. 
Das Aufbringen dei: .Umverdrahtungslage 17, die ihrerseits drei 
Schichten auf weist, wird nacheinander durch Aufbringen und 
Strukturieren der drei Schichten durchgefuhrt. Dazu weist ei- 
ne erste Isolationsschicht 33 Durchkontakte 34 auf, die mit 

20 den SMulenkontaktf l&chen 13 der Kontaktsaulen 11 und mit den 
Kontaktf lachen 6 des ersten Halbleiterchips 3 verbunden sind. 
Als weitere .Schicht ist eine strukturierte Metallschicht als 
Umverdrahtungsschicht 19 in der Umverdrahtungslage , 17 ange- 
ordnet- Diese Umverdrahtungsschicht 17 weist Umverdrahtungs- 

25 leitungen 18 zwischen Aufcenkontaktf lacheri 20. und in Durchkon- 
takten 34 auf. 

Als dritte . Schicht der Umverdrahtungslage 17 ist eine L5t- 
stopplackschicht 37 aufgebracht, die lediglich die Aufienkon- ' 
30 taktf lachen der Umverdrahtungsschicht . 19 freilasst. Auf den 
freiliegenden AuBenkohtaktf lichen 20 sind als Aufcenkontkkte 
28 in dieser Ausftthrungsf orm der Erfindung Lotballe aufge- 
bracht. 



0(G3 Nr: 273526 von NVS:FAXG3.l0.0201/0 an NVS:PRINTER.0101/LEXMARK2450 (Seite 17 von 29) 
itum 28.07.03 15:55 - Status: Server MRSDPAM02 (MRS 4.00) ubernahm Sendeauftrag 
itreff: 29 Seite(n) emDfanaen 



23-JUU-2003 15:59 SCHUEIGER & PARTNER 

FIN 481^Bte003P51554DE 



+49 89 32199366 



8. IB 4 t 



Ein derart aufgebauter Nutzen 23 mit Bauteilpositiqnen 24 
. weist an den Bauteilpositionen 24 einen Stapel 2 aus einem 
5 ersten und einem zweiten Ha.lbleiterchip 3 und 4 auf und kann 

nach Anbringen der Auiienkontakte 28 entlang der strichpunk- 
* tierten Linie 35 zu Einzelbauteilen aufgetrennt werden. , 
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Bezugszeichenliste 

1 elektronisches Bauteil 

2 Stapel 

5 3 ■ erster Halbleiterchip 

4 , gestapelter zweiter Halbleiterchip 

. 5 aktive Oberseite 

6 Kontaktf lachen \ 

7 Rttckseite 

10 8 Flachleiterstruktur 

9 Chipinsel 

10 Flachleiter 

11 Kontaktsaule 

12 Bpnddrahtverbindung 
15 13 Saulenkonfcaktf l&che 

14 Oberseitenbereich der Kunststof f gehausemasse 

15. Kunststof fgehausertiasse 

16 ' Gesamt oberseite 

17 Umverdrahtungslage 

20 18 I . timverdrahtungsleitungen 

19 Umverdrahtungsschicht 

20 Aufienkontaktfiache 

21 Lotball 

22 Flachleiterrahmen 
25 23 Nutzeh 

24 • -Bauteilpositipnen . 

25 ' Tr&ger 

26 Kunatstof fmasse 

27 VerbundkBrpe* 

* , \ 

30 28 AuBenkontakte 

. 29, 30 Randaeiten des elektronischen Bauteils 
31, 32. Randseiten des ersten Halbleiterchips 

33 Isolationsschicht 
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34 Durchkontakte 

35 strichpunktierte Linie 

36 Flachleiterstega 

37 LBtstopplackschicht 
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Patentansprttche 




1. Elektronlsches Bauteil das folgende Merkmale aufweigt: 
einen Stapel (2) von Halbleiterchips (3/4), mit 
5 - einem ersten Halbleiterchip (3) .und 

- einem gestapelten 'zweiten Halbleiterchip (4), 
wobei die Halbleiterchips (3,4) eine aktive Ober- 
seite (5) mit Kontaktf lichen (6) zu integirierten 

Schaltungen und eine Riicrkseite (7). aufweisen, 

1 

10 • - eine Flachleiterstruktur (8) mit , 

■ - einer Chipinsel 

- die Chipinsel (9) umgebehden Flachleitern (10) 
und 

- Kontaktsaulen (11) , die auf den Flachleitern (10) 
15 angeordnet und orthogonal zu den Flachleitern 

(10) ausgerichtet sind, 
wobei der zweite Halbleiterchip (4) mit seiner Riickseite 
(7) auf "der Chipinsei (9) angeordnet ist und seine Kon- 
taktfl&chen (6) ttber Bonddrahtverbindungen (12) mit den 

20 Flachleitern (10) elektrisch verbunden sind, und wobei 

-der erste Halbleiterchip (3) von den KontaktsSLulen (11) 
umgeben und unterhalb der Chipinsel (9) derart angeord- 
net 1st, dass .saulenkontaktfiachen (13). der Kohtakts^u- 
len (11), Obers.eitenbereiche (14) einer die Halbleiter- 

25 chips (3,4), die KontaktsSulen (11) und die Flachleiter- 

• struktur (8) einbettenden Kunststof f gehausemasse (15) 
und die. aktive Oberseite (5) des ersten Halbleiterchips 
(3) eine Gesamtoberseite (16) bilden,. uhd wobei auf der 
Gesamtoberseite (16) eine Umverdrahtungslage (17) ange- 

30 ordnet ist, die (iber Umverdrahtungsleltungen (18) die 

Halbleiterchips (3, 4 ). elektrisch miteinander verbindet. 
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2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeiqhnet, dass 

die Umverdrahtungslage (17) eine Umverdrahtungschicht 
(19) aufweist, die auf jder Gesamtoberseite (16) angeord- 
net ist und Auftenkontaktf lfichen (20) aufweist, die tiber 
dia Umverdrahtungsleitungen (18) mit den saulenkontakt- 
flSchen (13) der Koritaktskulen (11) und/oder mit den 
Kontaktfiachen (6) des ersten Halbleiterch'ips (3). eiekt- 
risch verfcjunden sind. 

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch ge.kennzeichnet ^ class 

auf den AuflenkontaktflSchen (20) LotbSlle (21) angeord- 
net sind, 

4. Nutzen, cicr olncn FlaOlilyX Lerrahmen <22 ) mit: in 7*<pA 1 on 
und Spalten angeordneten elektronischen Bauteilen (1) r 
geiriafl einem der Ansprtiche 1 bis 3 aufweist. 



5. Nut z en nach Anspruch 4, 

dadurch- gekenn?6ichnet , da ss 

die Form, des Nutzens (23) in Umfang und Umf angsmarkie- 

rungen einem St'andard-Halbleiterwaf er entspricht. 



6. Verfahren zur Herstellung eines Nutzens (23) fttr mehrere 
elektronische Bauteile (1) , wobei das Verfahren folgende 
Verfahrensschritte aufweist: 

Herstellen eines Flachleiterrahmens (22) mit in 
30 Zeileh und Spalten angeordneten Bauteilpositionen 

(24) , wobei eine Bauteilposition (24) eine chipin- 
sel (9) und die Chipinsel (9) umgebende Flachleiter' 
(10)/ sowie Kontakts&ulen (11), die auf . den Flach- 



J3 
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leitern (10) angeordnet und orthogonal zu den 
Flachleitern (10) ausgerichtet sind, 
, - Aufbringen eines gestapelten Halbleiterchips (4) 
auf die Chipinsel (9) der Bauteilpositionen (24), 
5 • Herstellen von Bonddrahtverbindungen (12) zwischen 

den Flachleitern (10) und Kontaktf lachen (6) auf 
aktiven Oberseiten (5) der gestapelten Halbleiter- 
chips (3/ 4) , 

Aufbringen von ersten Halbleiter chips (3) mit ihren 
X0 aktiven Oberseiten (5) auf einen einseitig kleben- 

den Trager (25) unter Anordnen der ersten Halblei- 
terchips (3) in Zeilen und Spalten, die den Zeilen 
und Spalt,en der Bauteilpositionen (24) entsprechen, ; 
Aufbringen des. Flachleiterrahmen (22) mit gestapel- 
15 ten Halbleiterchips (4) auf den Trager (25) in der 

Weise, dass die Kontaktsaulen (11) des Flachleiter- 
rahmens (22) mit ihren Oberseiten auf dem Trager 
(25) kleben und die ersten Halbleiterchips (3) auf 
dem Trager (25) unterhalb der chipinseln (9) des 
20 Flachleiterrahmens (22) angeordnet und von Kontakt- 

saulen (11) umgeben sind, 
- . Einbetten des Flachleiterrahmens (22) rn.it gestapel- 
ten Halbleiterchips (3,4) und Bonddrahtverbindungen 

(12) in einer Kunststof fmasse (26) zu einer Ver- 
25 bundkSrper (27) auf dem Trager (25) , 

Entfernen des Tragers (25) unter Freilegeh* einer 
Gesamtoberse'ite (16) aus aktiven Oberseiten (5) der 
ersten Halbleiterchips (3), Saulenkontaktf lachen 

(13) der Kontaktsaulen (11) und einer Oberseite 
30 " (14) der Kunststof fmasse (26), 

Aufbringen einer Umverdrahtungslage (17) auf die 
Gesamtoberseite (16) unter 'Ausbilden von Umverdrah- 
tungsleitungen (18) und AuBenkontaktf lachen (20), 



■a 
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wobei die Umverdrahtungsleitungen (18) die Aufien- 
• kontaktflachen (20) mit den Kont a ktf l&chen (6) des 
erst en Halbleiterchips (3) und/oder mit den SSulen- 
kontaktflMchen (13) der Kqntaktsaulen (11) verbin- 
5 den. « 

7. Verfahren nach Anspruch 6, . 
dadurch .gekennzeichnet, dass 

auf die Auii^nkontaktf lachen (20) Lotbaile (21) als Au- 
10 ■ ftenkontakte aufgebracht werden. 

8. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils,' 
dass die Verf ahrensschritte aufweist : 

Herstellen. eines Nutzens (23) gemSfi Anspruch 6 Oder 
15 Anspruch 1, 

Auftrenjien des Nutzens (23) in einzelne elektroni- 
sche Bauteile (1) - 

. 9 . Verfahren nach Anspruch 8 , 
20 dadurch g e k e n n z e i ch ri e t , dass 

auf den Aufienkontaktf lichen (20) eines elektronischen 
Bauteils. (1) Aufienkontakte aufgebracht werden. 
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Zusajronenf assung 

Elektronisches Bauteil und Nutzen zur Herstellung desselben 

5 Die Erfindung' betrif ft ein elektronisches Bauteil (1) mit ge- 
stapelten Halbleiterchips (3,4) und einen Nutzen (23) zur 
Herstellung des Bauteils (1) ♦ Dazu waist der Stapel (2) eine 
Flachleiterstruktur (8) mit einer Chipinsel (9) . auf , auf wel- 
cher ein gestapelter Halbleiterchip (4) angeordnet ist, wah- 

10 rend sich darunter ein erster Halbleiterchip (3) befindet. . 
Die Chipinsel (9) i^t von Flachleitern (10) umgeben, die Kon- 
takts&ulen (11) . aufweisen. Diese KontaktsBulen (11)' weisen 
saulenkontaktflSchen (13) auf, welche *zu'sairanen mit der akti- 
ven Oberseite (5) des. ersten Halbleiterchips (3) und Obersei- 

15 tenbereicheh (14) einer Kunststof f gehausemas'se (15) eine 
koplanare Gesamt oberseite (16) bilden. 

[Figur 1] 
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